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【誤訳訂正書】
【提出日】平成28年11月30日(2016.11.30)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１８】
　－　第一表面（２２）及び第二表面（２４）を有する支持基板（２０）、
　－　前記支持基板（２０）の前記第一表面（２２）上に被覆される絶縁層（３０）、
　－　前記絶縁層（３０）内に形成される一以上のデバイス構造（４０）；
　－　前記支持基板（２０）の前記第二表面（２４）から前記デバイス構造（４０）まで
達する、一以上の縦方向の接続であって、前記縦方向の接続は、前記支持基板（２０）の
第一表面（２２）の近傍の絶縁層（３０）に、アンダーカット（Ｕ）を有するもの、及び
　前記支持基板（２０）の近傍のみにて前記縦方向の接続の壁に設けられる一以上の絶縁
膜（６０）であって、前記絶縁膜（６０）の厚みは均一であるものを備える、
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　積層半導体構造（１）。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６１】
　縦方向の接続は、上述の方法に従って得ることのできる支持基板の第一表面の近傍にて
アンダーカットを有することを特徴とする。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６６】
【図１】図１から６は本発明にかかる方法の各工程における半導体構造の一例の断面図を
表す。
【図２】図１から６は本発明にかかる方法の各工程における半導体構造の一例の断面図を
表す。
【図３】図１から６は本発明にかかる方法の各工程における半導体構造の一例の断面図を
表す。
【図３Ａ】図３Ａは図３のアンダーカットの一つの拡大図を表す。
【図４】図１から６は本発明にかかる方法の各工程における半導体構造の一例の断面図を
表す。
【図５】図１から６は本発明にかかる方法の各工程における半導体構造の一例の断面図を
表す。
【図６】図１から６は本発明にかかる方法の各工程における半導体構造の一例の断面図を
表す。
【図７】図７は本発明の実施形態にかかる図１から６の半導体構造中の縦方向の電気接続
の形成方法の工程の流れ図である。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０５】
　しかしながらエッチングの方向は限定されないことから、絶縁層３０の材料はあらゆる
方向に向かって同一のエッチング速度でエッチングされるため、エッチング工程３２０の
開始部の近傍にアンダーカットＵ（undercut U）が形成される（すなわち予備ビアが支持
基板２０の第一表面２２まで達した時点における支持基板２０と絶縁層３０の境界面にお
いて）。このようなアンダーカットの例を図３及び３Ａに示す。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０６】
　上述のビア５０において、アンダーカットＵの、横断方向の寸法ａ及び長手方向の寸法
ｂの間の比は、１以上、１．１以下である。
【誤訳訂正６】
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【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０９】
　アンダーカットＵの生じることは避けられないため、当業者にとって湿式エッチングに
よってビアを実現することはできないと考えられていた。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１０】
　しかしながら、ビア５０を湿式被覆（wet coating）することで、アンダーカットＵの
問題を解消することが出来る。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１１７】
　またアンダーカットＵであるにも関わらず、国際公開第２０１０／００１０５４号に記
載された方法により、銅の拡散に対する隔膜７０を（工程５００　－　図５）、また任意
に銅シード層８０（工程６００　－　図６）を、また銅を充填することでこれの金属被覆
を設けることが出来る。
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